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 GaN系 HEMT ではノーマリオフ化に向けてリセス構造が広く検討されている。一般に広く検討され

ている AlGaN/GaN構造のゲート部の AlGaN リセスエッチングによるノーマリオフ化では、閾値を決定

する AlGaN層膜厚制御が困難なことは自明である。 

これに対して、我々は GaN キャップ層/AlGaN/GaNの結晶構造から、ゲート部に相当する GaN キャッ

プ層を選択的にエッチングするGaN/AlGaN選択ドライエッチング技術を報告している。この技術では、

GaN キャップ層のみが選択的にエッチングされるため、閾値を決定する AlGaN 層へのダメージは少な

く、エッチング後の AlGaN 膜厚ばらつきは結晶成長時と変わりない。また、これまでは、AlGaN 層の

Al組成を 0.15で検討していたが、最大ドレイン電流増加やソース・ゲート、ドレイン・ゲート間のチャ

ネル層に蓄積する電子密度増大のためには、Al組成をより大きくすることが望ましい。一方で、Al組成

を増加させるような構造では、AlGaN 膜厚をより薄くしなければノーマリオフ特性が実現できない。そ

のため、GaN/AlGaN の選択エッチングでは、より高い選択比が求められることになる。 

そこで、今回 GaN キャップ 17 nm / AlxGaN（x=0.1～0.25）

6nm / GaN(図 1)を用いて、AlGaN 層における Al組成が選択比

に与える影響について評価した。エッチングは BCl3 と SF6 混

合ガスにて行い、エッチングレートは光干渉計の振動変化によ

り確認した。 

図 2にエッチング干渉計の結果を示す。エッチング初期の速

い振動は GaN 層のエッチング、後半のゆっくりした振動は

AlGaN のエッチングに対応している。初期の GaN キャップの

エッチングは、いずれの素子においてもほぼ同じ時間で終了し

ている。このことから、エッチング自体の再現性は十分に確保

できていることが分かった。一方、後半の AlGaN のエッチン

グでは、Al組成の増加に伴いエッチング時間が長く、選択比が

向上していることが分かった。図 3 にエッチング選択比の Al

組成依存性を示す。今回のエッチング条件では、GaN/AlxGaN

（x=0.25）において、エッチング選択比は 76であり、これまで

の x=0.15 のエッチング選択比 40 に対して、1.9 倍増加してい

ることを確認した。 
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図 1 エッチング前の断面構造 

 
図 2 エッチング時の干渉計強度 

 
図 3 エッチング選択比の Al組成
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